BC381

PNP-Silizium-Epitaxial-Planar-Transistor im Silect-Gehiuse

Fiir Treiberstufen und Verstarker mittlerer Leistung, Dauerverlustleistung 625 mW.

Mechanische Daten

Diese Transistoren sind in ein Kunststofigehause eingekapselt. Das Gehduse widersteht Léttemperatu-
ren ohne sich zu verformen. Selbst unter hohem Feuchtigkeitseinflu zeigt das Bauelement stabile Kenn-
werte und es erflllt die Anforderungen von MIL-STD-202C, Methode 1068. Der Transistor ist lichtunemp-

findlich.
Basis 1,6 %
R S,
3
T - e )
o 5 i N N—
s ETT T
l < X
4,7 + 0,13 12,7 min
Silect-Gehause mit TO-18 AnschluBfolge
* Lotfahigkeit in diesem Bereich nicht garantiert
Mafe in mm
Absolute Grenzwerte N
Kollektor-Basis-Spannung —40V
Kollektor-Emitter-Spannung (Bem. 1) —25V
Emitter-Basis-Spannung —5V
Kollektor-Dauerstrom —200 mA
Gesamtdauerverlustleistung bei Ty < 25°C (Bem. 2) 625 mW

Lagerungstemperaturbereich
Drahttemperatur im Abstand von 1,6 mm vom Gehause fiir 10 s

Bemerkungen:

1. Dies gilt bei offener Basis )
2. Lineare Reduzierung bis auf Ty = 150°C mit 5,0 mW/°C.

—55 °C bis +150°C
260°C

i TEXAS INSTRUMENTS Deutschland GmbH
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BC381

Elektrische Kennwerte bei Ty < 25 °C (wenn nicht anders angegeben)

Parameter - Prufbedingungen min  max Einh
UerycBo Kollektor-Basis-Durchbruchsspannung lc=—100upA, Ig=0 —40 \"
Usryceo Kollektor-Emitter-Durchbruchsspannung Ic=—10mA, I8=0 —25 \%
(Bem. 3)
UmryeBo Emitter-Basis-Durchbruchsspannung Ig = —100 A, lg=0 —5 \"
lcBO Kollektor-Basis-Reststrom Ueb=—20V, Ig=0 —100 nA
IEBO Emitter-Basis-Reststrom Ugp=-—-3V, Ic= —100 nA
hrg Gleichstromverstarkung Ucg =5V, lg = —2,56 mA 60
Ucg=-5V, Ilg=-—50mA 60
(Bem. 3)
UBE Basis-Emitter-Spannung Uge = -5V, lgc = —50 mA —-06 —1,0 V
(Bem. 3)
UcEsat) Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung I = —5 mA, lc = —50 mA —0,25 V
(Bem. 3)
Piot = f (Tu)
o g8
mw 23
600
Prot
400 \\
\\
200 \
N
0
0 25 50 5 100 125 °C 150
Ty———»
Bemerkung:

3. ImpulsmaBig gemessen. tp = 300 ps, d < 2%.
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805 Freising, Haggerty-Strafie

324



BC382, BC383, BC384

NPN-Silizium-Epitaxial-Planar-Transistoren im Silect**-Gehiuse

Fiir NF-Vorstufen unq Treiberstufen,
fiir Gleichspannungsverstérker und
fiir rauscharme NF-Vorstufen

Mechanische Daten

Diese Transistoren sind in ein spezielles Plastik-Gehéduse eingekapselt. Das Gehduse widersteht Lot-
temperaturen ohne Deformation. Die Elemente haben unter hohen Feuchtigkeitsbedingungen aus-
gezeichnet stabile Kennwerte und erfiillen die MIL-STD-202C-Anforderungen nach Methode 106B.

Basis 1,6%

12 o]
120,13
o

.

[4,7 0,13 =—12,7 min—————»|

4120,25
Silect-Gehéuse mit TO-18 AnschluBfolge

* Lotfahigkeit in diesem Bereich nicht garantiert

MaBe in mm

Absolute Grénzwerte
BC382 BC383 BC384

Kollektor-Basis-Spannung 50 V 45V 45V
Kollektor-Emitter-Spannung (Bem. 1) 45V 30V 30V
Emitter-Basis-Spannung « 6V —
Kollektorstrom -« 100 mA —
Gesamtdauerverlustleistung bei Ty = 25°C (Bem. 2) « 300 mW —
Lagerungstemperaturbereich <« —55°C bis +150°C —
Drahttemperatur im Abstand von 1,6 mm vom Geh&use flir 10 s <« 260 °C —
Bemerkungen:

1. Dies gilt bei offener Basis.
2. Lineare Reduzierung bis auf Ty = 150 °C mit 2,4 mW/°C.

** Schutzmarke von Texas Instruments.
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BC382, BC383, BC384

Elektrische Kennwerte bei Ty = 25 °C (wenn nicht anders angegeben)

Parameter Priifbedingungen BC382 BC383 BC384 Ein-
min typ. max min typ. max min typ. max heit
U@®srycBo lc =10 nA Ig=0 50 45 45 \
Usrjceo lc=2mA  Ig=0 45 ' 30 30 v
U@sR)EBO lc=0 I =10 pA 6 6 6 \"
IcBo Uec=30V Ig=0 15 15 15 nA
IEBO Ugs=4V lc=0 15 15 15 nA
hre Uce=5V lc =10 pA 40 40 100
Ucg=5V lc=2mA 100 480 100 850 250 400
Uce=5V lc = 100 mA 80 80 130
) (Bem. 3)
UcE(sat) lc=10mA Ig=05mA 0,25 0,25 0,25 Y
lc=100mA Ig=5mA 0,6 0,6 0,6 \
(Bem. 3)
UBE(sat) lc=100mA Ig=5mA 1,2 1,2 1,2 \%
(Bem. 3)
haie Uce=5V lc=2mA 240 900 240 900 240 900
f=1kHz
. Gruppe B 240 500 240 500 240 500
Aut Wunsch: o oe © 450 900 450 900 450 900
UBg lc =10 uA Ucg=5V 0,52 0,52 0,52 \
lc=100pA Ucg=5V 0,55 0,55 0,55 \
lc=2mA Ucg=5V ) 0,55 0,7 0,55 0,7 0,55 0,7 \
lc=10mA Ucg=5V 0,68 0,68 0,68 Vv
Cob Ues=10V f=1MHz 3 5 3 5 3 5 pF
Cip Ugp=05V f=1MHz 9,56 9,5 9,5 pF
fp Ucg=5V lc =10 mA 150 150 150 MHz
f =100 MHz
F Uce=5V  Ic=200upA
Rg =2 kQ Af =157 kHz
fi =10 Hz fa =10 kHz 6% 6* 4%% dB
Bemerkungen:

3. ImpulsmaBig gemessen: tp = 300 us, d < 2%.

* 1 Ui —
Entspricht — =11,5-10"°V
/B

B = Aquivalente Bandbreite.

*% H UF —
Entspricht — =9,1-107°V .
JB

i TEXAS INSTRUMENTS Deutschland GmbEH
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BC382, BC383, BC384

Parameter Priifbedingungen max Ein-
heit
En Uce=5V  lg=200pA 0,135* pV

Ra =2 kQ f=10—50 Hz

* Auf Basis bezogene Rauschspannung.

Transistor-Funkelrausch-MeBgerat

=S
Prifling Verstérker Bandpan Rohrenvoltmeter 1 §
10Hz 50Hz 1
J I
10Hz | |S0HZ
ﬁ [> @ Yo i
i =
hd
AO oY
Z %
Gegenkopplung (V = konst.) S 9 <’;o
§ 103 | bg;r = T :‘91_‘:::_
T © T
|
1T \
\
102[ ] 1]
01 1 10 100 1k Hz 10k
f —
Piot = f(Tv)
400 3 "
mW <
300
Piot
200 \\
100 \\
0
0 50 100 150 °C
y—"
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BC382, BC383, BC384

lc = f(Ucg);
Ig = Parameter

100
mA
80
Ic
60 200 pA
40
Ig =100 pA
20
0
0 0,5 1 15 vV 2
Ug— ™
lc = f (Uce);
I = Parameter
10 T
mA s !
o Ig=25pA
Ic / 5= 20 pA
6 | ]
l/ ]
Ig=15pA
‘ ]
Ig=10 A
e ]
Ig=5 pA
/ B
N/
0

0,4 08 1,2 16 V 20
Ueg—™

AJ82

Ic = f(Ucg):
Ig = Parameter
A 100 ¥ 7 P
N -
m AR LF -~
1 A7 =
80 \ —
-
- —
Ic / T :ng\)h - -
60 -
-
4 A0 PR
\ —
40 __—\\ 1—_’_\—-
r AN
\>
20l — TSTsoph | ~—]
0
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UCE {
Ic = f (Ucg);
Ig = Parameter
10 i 55 A| 3
p=23H 1 <
mA I B oy
8 T
[8=20pA S N
I T :
[
1g=15pA)
4 To=100A
2 Ig=5pA
4]
0 4 8 12 6% V20
Ucg————»
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BC382, BC383, BC384

Ig = f (Usg) Uge = f (In)
Uceg =5V Tu = Parameter;Ic = 0
r‘;m -
5 ? 10 } Ty=-55°C 3
v |- — - i <
] Ty=25°C
08
P AT s
I U T T =100°C
Uce = 5V BE |/ N
13 =
03 /
/
04
02
02
01
0 .
0 2 4 3 8 mA 10
[} 'a =
] 02 04 06 08 v
Ugg——»=
le=f(UBE(sat));
I¢ lc = f (UBg);
E =20 Ucg =5V
100 2 100 a
o0 | H /|
100°C 289¢ mA / .
8 -55°C 10
Ic IC
60
II [ ] h
40 / I /
[ ] | 01
20 / /
0 / / / 0,01
0 02 04 06 08 10 1,2V4 0 02 0,4 0,6 vos

Ugg ————»

Ugpg —
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BC382, BC383, BC384

lc=f(UcEsaty);

le

=20
- -ssec/ )
00 A asec
/[+1000¢
‘cso 717
)84
w0 /)]
///
" 1/ /
/[
oL_1//1/

hreNn = f (I¢)
Uce =5V, Ty = Parameter
hrE (Ic, Tv)
hrg (Ic = 2 mA, Ty = 25°C)

hrEx =

20
1100 °C
1.6 L \
heen —/,/
1,2 .25°c—x
//--\\
08— v
,/ -550C
0-1‘/ /,/
/
0
0,01 01 10 10 mA 100
Ic——»

A397

fr =1 (lo)
Uce=5V; Tyu=25°C
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BC382, BC383, BC384

he (Uck) he (Ic)

= ¢ OB _f(Ucm) Hen= ———2__—§(
en he (U = 5 V) CE en he (IC —2mA) ( c)
Ic=2mA N Uce=5V
2,0 1 g 20 o
. :
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\l\\
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—
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BC382, BC383, BC384

Cip = f (Ugn), Cop = f (Ucn),
lc=0,f=1MHz lIg=0, f=1MHz
12 * - 10
PF\ P pF
10 \ 8
C. N C
ib 8 ob
\\ . \\
6 \\ \
\“ \
4 ~<
4 —
]
2
2
0 0
0 1 3 4 5 V 6 0 4 12 16 V 20
Ugg ———— UeB ———
F=1(lc); BC184
Uce =5V, Rg = 2kQ
Aquivalente Bandbreite 15,7 kHz Cize =f (UcE)
f1 = 10 Hz, fa = 10 kHz le =1mA; f=1MHz
10 o 7
dB p4 pF
8 6 \
7 5
C
6 12e \
— 4
{1 \\\
4 Ve 3
\ 2
2 N 1
0 0
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BC385, BC386

NPN-Silizium-Epitaxial-Planar-Transistoren im Silect-Gehéause

Geeignet als Verstéarker mittlerer Leistung

Mechanische Angaben

Diese Transistoren sind in ein Plastik-Gehause eingekapselt. Das Gehduse widersteht Lottemperaturen,
ohne sich zu verformen. Selbst unter hohem FeuchtigkeitseinfluB zeigt das Bauelement stabile Kenn-
werte, und es erfilllt die Anforderungen von MIL-STD-202C, Methode 106B. Der Transistor ist lichtun-
empfindlich.

Basis 1,6 %

ls—5 ,1-L——
410,13
!
|
|
?

4,7 0,13 12,7 min

410,25

Silect-Gehause mit TO-18 AnschluBfolge

* Lotfahigkeit in diesem Bereich nicht garantiert

MaBe in mm

Absolute Grenzwerte
BC385 BC386

Kollektor-Basis-Spannung 45V 0V
Kollektor-Emitter-Spannung (Bem. 1) 45V 20V
Emitter-Basis-Spannung 6V 6V
Kollektor-Dauerstrom 100 mA 100 mA
Gesamtdauerverlustleistung bei Ty << 25 °C (Bem. 2) 300 mW 300 mW
Lagerungstemperaturbereich <« —55°C bis 150 °C —
Drahttemperatur im Abstand von 1,6 mm vom Gehé&use fiir 10 s < 260 °C —

Bemerkungen:

1. Dies gilt bei offener Basis.
2. Lineare Reduzierung bis auf Ty = 150 °C mit 2,4 mW/°C.

j TEXAS INSTRUMENTS Deutschland GmbH
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BC385, BC386

Parameter Prifbedingungen BC385 BC386 Ein-
min typ max min typ max heit
UBRrycBo lg =10 pA, Ie=0 45 30 \Y
U®RycEO lc =2 mA, IB=10 45 20 \"
UBR)EBO Ig = 10 nA, lc=0 6 6 Vv
leBO Uep=40V, Ig=0 15 nA
UecB=25V, Ig=0 15 nA
lEBO U =4V, le=0 15 15 nA
hrFE Uce =5V, lc=2mA 100 480 100 850
Uce =5V, . lc=100mA 80 80
UcE(sat) lg = 10 mA, Ig = 0,5 mA 0,25 0,25 \
Ic =100 mA, Ig=5mA 0,6 0,6 \
UBE(sat) lc=100 mA, Ig=5mA 1,2 1,2 \Y
hale Uce =5V, lc =2 mA, f=1kHz 125 500 125 900
auf Wunsch:
Gruppe A 125 260 125 260
Gruppe B 240 500 240 500
Usg lc =10 uA, Ucg=5V 0,52 0,52 \
lc=100pA, Ucg=5V 0,55 0,55 \
lc =2mA, Uce =5V 0,55 0,7 0,55 0,7 Vv
lg =10 mA, Ucg=5V 0,68 0,68 \
" Cob Ues=10V, f=1MHz 30 5 30 5 pF
Cip Ug =05V, f=1MHz 9,5 95 pE
fp lc=10mA, Ugg=5V, f=100MHz 150 150 MHz

75\ TEXAS INSTRUMENTS Deutschland GmbH
805 Freising, Haggerty-Strafie
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BC385, BC386

Ptot = {(Tv)
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BCW82, BCWE3,

N NPN-Silizium-Epitaxial-Planar-Transistor

@ Fiir Schaltungen mit hoher Packungsdichte
@ Dickfilm-Schaltungen
© Elektrische Uhren

@ Kollektorspannung bis 60 V _
@ Engtolerierte Verstarkungsgruppen
o Komplementédr zu BCW52-4

- Diese Bauelemente sind nach den anwendbaren Mess-Methoden von MIL-STD. 750 gepruft. Nach Verein-
barung sind Prifungen nach MiL-oder DIN-Methoden, zusitzlich, méglich. -

Mechanische Daten:

Mini

1010,2

0.1 e
le—o

i
B

Emitter
Coltector

I

201

Base \
IaNNa

_roua

s
—ol te—0,7201 -

—2,0201 e — 35101 e

—e 4,0 201

g -

29102 =

¥ Lead diameter is not controlled in this orea

125 min  ———al

ALL DIMENSIONS ARE IN MM

Grenzdaten bei 25 ©C Umgebungstemperatur (wenn nicht anders angegeben)

BCW82 BCWS3 BCcwes
Kollektor-Basis-Spannung 60V 45V 45V
Kollektor-Emitter-Spannung (Bem. 1) 50V 30V 0V
Emitter-Basis-Spannung A 6V -
Kollektor-Dauerstrom « 200 mA -
Gesamtdauerverlustleistung bei Ty < 25 OC (Bem. 2) - 225 mW -
Lagerungstemperaturbereich < —55 OC bis +150 0C -
Drahttemperatur im Abstand von 1,6 mm vom Gehiuse « 260 0C g
tiir 10s
Bemerkungen: 1. Dies gilt bei offener Basis

2. Lineare Reduzierung bis auf Ty = 150 °C mit 1,8 mW/oC,
Vorlautiges Datenbistt °
‘ @ TEXAS INSTRUMENTS
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BCw85, BCW86

PNP-Silizium-Epitaxial-Planar-Transistoren

Besonders geeignet{iir industrielle Anwendungen:
Hohe Durchbruchsspannungen
Niedrige Reststréme

Mechanische Daten

Diese Transistoren sind in ein spezielles Plastik-Gehause eingekapselt. Das Gehduse widersteht Lot-
temperaturen ohne Deformation. Die Elemente haben unter hohen Feuchtigkeitsbedingungen aus-
gezeichnet stabile Kennwerte und erfiillen die MIL-STD-202C-Anforderungen nach Methode 106B.

Basis 1,6 %

Emitter

le—5,12—a]
410,13

4,7 +0,13e 12,7 min———

4,1£0,25
Silect-Gehduse mit TO-18 AnschluBfolge

» | stfahigkeit in diesem Bereich nicht garantiert

Absolute Grenzwerte BCWwW85 BCwWs6
Kollektor-Basis-Spannung —90 V —70V
Kollektor-Emitter-Spannung (Bem. 1) —60 V —50V
Emitter-Basis-Spannung —6V —6V
Kollektor-Dauerstrom < 200 mA —
Gesamtdauerverlustleistung bei Ty = 25°C (Bem. 2) < 300 mW —
Lagerungstemperaturbereich —55°C bis 150°C
Drahttemperatur im Abstand von 1,6 mm vom Gehé&use fir 10s <« 260 °C <«
Bemerkungen:

1. Dieser Wert gilt bei offener Basis.
2. Lineare Reduzierung bis auf Ty = 150 °C mit 2,4 mW/°C

i TEXAS INSTRUMENTS Deutschland GmbH
805 Freising, Haggerty-Strafie
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BCWwWs85, BCW86

Elektrische Kenndaten bei Ty=25°C oder wie angegeben

BCW86
Parameter Prufbedingungen min  max Einh.
Umryco Kollektor-Basis-Durchbruchsspannung lg = —10 pA, g =0 —70
Umsryceo Kollektor-Emitter-Durchbruchsspannunglc = —2 mA, Ig = 0 (Bem, 3) -—50
Umsryceo Emitter-Basis-Durchbruchsspannung Ig = —10 A, lc=0 —6 \
IcBO Kollektor-Basis-Reststrom Uep=—-60V, lIg=0 —15 nA
lcBO Kollektor-Basis-Reststrom Ueg=—-30V, Ig=0,Ty=75°C —3 uA
IEBO Emitter-Basis-Reststrom Ugp=-—-5V, lc=0 —15 nA
Usg Basis-Emitter-Spannung Ug = —5mA, lg=—100 mA (Bem.3) —10 V
Ucgsaty  Kollektor-Emitter-Sattigungs- IB = —0,5 mA, Ic = —10 mA —0,2 V
spannung Ip=—5mA, I[¢=—100mA (Bem.3) —0,3 V
fp Transit-Frequenz Ucg=-5V, Ic=—10mA 200 MHz
Con Kollektor-Basis-Kapazitat Uep=—10V, Ig=0,f=1MHz typ 5 pF
bei offenem Emitter
Cib Emitter-Basis-Kapazitat Ugs=-05V,lc=0f=1MHz typ 12 pF
bei offenem Kollektor
hre Gleichstromverstéarkung Ucg=-5V, lgc=—10pA 80
Ucg=—5V, lg=—2mA 150 350
Ucg =5V, lgc=—20mA (Bem,3) 150 350
Ucg =—5V, Ic=—100mA (Bem.3) 80
haie Kleinsignal- U= -5V, lc=-2mA f=1kHz 150 400
Stromverstarkung
Bemerkung:

2. ImpulsmaBig gemessen: tp = 300 us; d < 2%.

I TEXAS INSTRUMENTS Deutschland GmbH
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BCW85, BCW86

Elektrische Kenndaten bei Ty = +25°C (oder wie angegeben)

BCWws6
Parameter Prifbedingungen min max Einh.
Ur)cBo Kollektor-Basis- lc=—10uA, Ig=0 —70 \%
Durchbruchsspannung
Uisr)ceo Kollektor-Emitter- lc=—2mA, Ig=0 (Bem. 3) —50 \'
Durchbruchsspannung
Ur)ceo Emitter-Basis- lg=—10uA, lc=0 6 v
Durchbruchsspannung
IcBo Kollektor-Basis-Reststrom Ucp=—60V, Ie=0 —15 nA
lcBO Kollektor-Basis-Reststrom Uep=—30V, Ig=0, Tu=175°C —3 wA
|IEBO Emitter-Basis-Reststrom Ugp=-5V, Ilg=0 —15 nA
Upe Basis-Emitter-Spannung Up=—5mA, lc=—100mA (Bem.3) —1,0 \
UcEgaty  Kollektor-Emitter- Ig=—05mA, lc=—10 mA —-02 V
Sattigungsspannung Ig=—56mA, Ilg=—100mA (Bem,3) —-03 VvV
fp Transit-Frequenz Ucg= —5V, lc=—10mA 200 MHz
Cob Kollektor-Basis-Kapazitat Ucp=—10V, Ig=0 f=1MHz typ 5 pF
bei offenem Emitter
Cin Emitter-Basis-Kapazitat Ugs= —05V,lc=0, f=1MHz typ 12 pF
bei offenem Kollektor
hrE Gleichstromverstarkung Ucg= -5V, lc=—10uA 80
Ucg= -5V, lgc=—2mA 150 350
Uce=—5V, Ic=—20mA (Bem. 3) 150 350
Ucg= -5V, Ilc=—100mA (Bem.3) 80
haie Kleinsignal-
Stromverstarkung
hate Kleinsignal- Ucg= -5V, lg=—2mA, f=1kHz 150 400
Stromverstarkung
Bemerkung:

3. ImpulsmaBig gemessen: tp < 300 us; d = 2%.

j’ TEXAS INSTRUMENTS Deutschland GmbH
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BCW85, BCW86

Typische h-Parameter bei Ty, = 25 °C

Parameter ~ Pruf- BCW 85 BCW 86

bedingungen min typ max min typ max Einh.
haie Ugg =5V 80 300 150 400
hite lc = —2mA 35 6,0 kR
hage f=1kHz 25 25 ws
hize 2 2 x10-4

Schaltzeiten bei Ty = 25 °C

Parameter Priifbedingungen typ Einheit
ta Verzogerungszeit lc = —10 mA, IB1 = —Ipz = —1 mA 110 ns
tr Anstiegszeit R1 =5 kQ, Re = 5 kQ 170 ns
ton Einschaltzeit R = 990 Q, Upg = —36V 280 ns
ts Speicherzeit 70 ns
te Abfalizeit 40 ns
tott Ausschaltzeit 110 ns
ta Verzégerungszeit lg = —100 mA 20 ns
tr Anstiegszeit Ig1 = —lB2 = —10 mA 45 ns
ton Einschaltzeit R1 = 500 @, Rz = 700 @ 65 ns
ts Speicherzeit ) R =198 Q, Ugg = —50V 20 ns
te Abfallzeit 10 ns
tore Ausschaltzeit 30 ns

Prifschaltung fiir Schaltzeiten

I Ausgang

Eingang R Tk 1uF
-10v @
500 Ry <
tp=1lps
Ucc=10V

Tastverhdltnis £1%/0

i TEXAS INSTRUMENTS Deutschland GmbH
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BCY85, BCY86

NPN-Epitaxial-Planar-Silizium-Transistoren im

.Silect *-Gehause

Besonders geeignet fiir industrielle Anwendungen.

Hohe Durchbruchsspannungen
Niedrige Reststrome

Mechanische Daten

Diese Transistoren sind in ein Plastik-Gehause eingekapselt. Das Gehause widersteht Lottemperaturen,

ohne sich zu verformen. Selbst unter hohem Feuchtigkeitseinflu

B3 zeigt das Bauelement stabile Kenn-

werte, und es erflllt die Anforderungen von MIL-STD-202C, Methode 106B. Der Transistor ist lichtun-

empfindlich,
Basis 1,6 %
Emitter . et e 8
9|
[=)
i . -
A 5 sl .. —
| i w A
‘ <
—
Kollektor
[=4,7 + 0,13 1e—12,7 min————=

4,110,25
Silect-Gehause mit TO-18 AnschluBfo

* Lotfahigkeit in diesem Bereich nicht garantiert

Ige

Absolute Grenzwerte

Kollektor-Basis-Spannung

Kollektor-Emitter-Spannung (Bem. 1)

Emitter-Basis-Spannung

Kollektor-Dauerstrom

Gesamtdauerverlustleistung bei Ty < 25°C (Bem. 2)
Lagerungstemperaturbereich

Drahttemperatur im Abstand von 1,6 mm vom Gehause fiir 10s

Bemerkungen:

1. Dies gilt bei offener Basis.
2. Lineare Reduzierung bis auf Ty = 125 °C mit 2,5 mW/°C.

* Schutzmarke von Texas Instruments.

MaBe in mm

BCY85 BCYS6
100V 80V
60V 50 V

7V Vv

<« 200 mA —

<~ 300 mW -

—55 °C bis +150°C

“ 260 °C -

i TEXAS INSTRUMENTS Deutschland GmbH
805 Freising, Haggerty-StraBie
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BCY85, BCY86

Elektrische Kenndaten bei Ty = +25 °C (wenn nicht anders angegeben)

~

Parameter Prifbedingungen BCY85
min  max Einh.
UsrycBo Kollektor-Basis-Durchbruchspannung Ig = 10pA, Ilg=0 100 )
U@ryceo Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung Ic = 2 mA, IB=20 (Bem. 3) 60 Y
U®RryEBO Emitter-Basis-Durchbruchspannqu Ig=10pA, Ic=0 7 \"
lcBo Kollektor-Basis-Reststrom Ucp=8V, Ig=0 5 nA
lcBO Kollektor-Basis-Reststrom Uep=8V, Ig=0 Tyu=75°C 1 A
leBO Emitter-Basis-Reststrom Ugp=5V, Ilg=0 5 nA
Use Basis-Emitter-Spannung lIgz=5mA, Ic=100mA (Bem.3) 1,0 \
Ucesaty  Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung I = 0,6 mA, lg= 10 mA 0,2 Vv
IB=5mA, lc=100mA (Bem.3) 0,3 Vv
fp Transitfrequenz Ucg =5V, Igc=10mA 200 MHz
Cob Kollektor-Basis-Kapazitat Uep=10V, Ig=0 f=1MHz 5 pF
bei offenem Emitter
Cip Emitter-Basis-Kapazitat Ugs =05V, lc=0, f=1MHz 12 pF
bei offenem Kollektor
hre Gleichstromverstarkung Uce =5V, Il¢c=100prA 40
Ucg=5V, Ic=2mA 100 400
Ucg=5V, Ilg=20mA (Bem.3) 100 400
Ucg =5V, Ic=100mA (Bem.3) 80
Auf Anforderung: Ucg =5V, Ilc=2mA Gruppe A 100 300
Uce=5V, Ic=20mA GruppeA 100 300
Uce=56V, Ilc=2mA Gruppe B 250 400
Ucg=5V, lc=20mA GruppeB 250 400
ha1e Dynamische Stromverstarkung Uce=5YV, Ilc=2mA f=1kHz 100 500
Bemerkung:

3. Impulsmé&Big gemessen: tp = 300 us; d < 2%.

75\ TEXAS INSTRUMENTS Deutschland GmbH
805 Freising, Haggerty-StraBie
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BCY85, BCY86

Elektrische Kenndaten bei 25 °C Umgebungstemperatur (wenn nicht anders angegeben)

Parameter ~ Priifbedingungen BCY 86
min  max Einh.
Usr)ceo Kollektor-Basis-Durchbruchspannung  Ig= 10pA, Ig=0 80 v
Usryceo Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung l¢=2mA, Is=10 (Bem. 3) 50 \
Usr)EBo Emitter-Basis-Durchbruchspannung Ig=10pA, Ic=0 7 \"
lcBo Kollektor-Basis-Reststrom Ues=60V, Ig=0 5 nA
lcBO Kollektor-Basis-Reststrom Ues=60V, Ig=0 Ty=75°C 1 nA
IEBO Emitter-Basis-Reststrom Ugp=5V, Ilg=0 5 nA
Usg Basis-Emitter-Spannung Ig=5mA, Igc=100mA (Bem.3) 1,0 \'
Ucgaty  Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung I = 0,5 mA, Ic =10 mA 0,2 v
Is =5 mA, lc = 100 mA (Bem.3) 0,3 v
fp Transitfrequenz Ueg =5V, Ilg=10mA 200 MHz
Cob Kollektor-Basis-Kapazitat Ue=10V, Ig=0 f=1MHz 5 pF
bei offenem Emitter
Cib Emitter-Basis-Kapazitat Ugs =05V, lg=0 f=1MHz 12 pF
bei offenem Kollektor
nFE Gleichstromverstéarkung Ucg =5V, Ilc=100uA 100
Ucg =5V, lg=2mA 250 600
Ucg=5YV, Ilc=20mA (Bem.3) 250 600
Ucg=5YV, Ic=10mA (Bem.3) 130
Auf Anforderung: Uceg=5V, Ic=2mA Gruppe A 250 450
Ucg=5V, Ilc=20mA GruppeA 250 450
Ucg=5V, Ilc=2mA Gruppe B 400 600
Ucg=5V, Ilc=20mA GruppeB 400 600
hale Dynamische Stromverstarkung Uce =5V, Ilc=2mA f=1kHz 250 800
Bemerkung:

3. Impulsmé&Big gemessen: tp < 300us; d = 2%.

TEXAS INSTRUMENTS Deutschland GmbH

805 Freising, Haggerty-Straie
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BCY85, BCY86

Typische h-Parameter

Parameter ~ Prof- BCY85 BCY86
bedingungen min typ max min typ max Einh,
heie KurzschluB-Stromverstarkung Ucg=5V 100 500 250 800
hie KurzschluB-Eingangsimpedanz Ic=2mA 3,5 6,0 kQ
hoe Leerlauf-Ausgangsimpedanz f=1kHz 25 25 wS
hre Leerlauf-Spannungsriickwirkung 2 2 104
Schaltzeiten bei Ty = 25 °C
Parameter Prifbedingungent typ Einheit
ta Verzégerungszeit lc = 10 mA Ip1 = —Igz2 =1 mA 1 ns
tr Anstiegszeit 74 ns
ton Einschaltzeit R1 = 5 kQ Rz = 5 kQ 85 ns
ts Speicherzeit 10 ns
tr Abfallzeit Ry =990 @ U =36V 24 ns
tore Ausschaltzeit 34 ns
ta Verzégerungszeit lc = 100 mA IB1 = —Ip2 = 10 mA 4 ns
tr Anstiegszeit 24 ns
ton Einschaltzeit R1 = 500 @ Rg = 700 Q@ 28 ns
ts Speicherzeit 50 ns
tr Abfalizeit Ry =98 Q U =50V 19 ns
tore Ausschaltzeit 69 ns
1 Nennwerte
MeBschaltung
Il Ausgar;g
— 1]
I_‘ Eingang 1kQ 10F
+10V
R ©
tp=Tps L E
TastverhiltnisE1% +dugestov

¥

805 Freising, Haggerty-Straie
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